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フォトドーピングとは金属/アモルファスカル

コゲナイド（a-Ch）の二層膜に a-Ch の吸収端近

傍の光を照射することで金属が a-Ch 中へ異常拡

散する現象である[1,2]．光照射の経過時間に伴う

銀の拡散状態の変化が中性子反射率（NR），X線

反射率(XRR)により調べられている[3]．本報告で

は二硫化ゲルマニウム薄膜へのアニール処理が

銀のフォトドーピングへ与える影響を NR, XRR

によって調べた結果を報告する． 

真空蒸着装置を用いて銀/二硫化ゲルマニウム

二層膜を作製した．Siウエハー上に二硫化ゲルマ

ニウム膜厚 200 nm, 2枚を成膜し, 一つはアルゴ

ン雰囲気中で 2時間のアニール処理を行い，もう

一方はアニール処理を行わなかった．これらの薄

膜上に膜厚 30 nmの銀を成膜した．X線反射率測

定装置内にフォトドーピングを誘起する波長

405 nm の半導体レーザーを設置した．照射光強

度は約 7 mW/cm2である．ここで、XRR測定用の

試料位置とレーザー光照射のための試料位置は

別々になるようにし, 試料位置を移動して, XRR

測定と光照射を繰り返し行なった. 光照射時間

は，どちらの試料も 15分を 4回, その後は 30分

毎とした. Fig.1, 2に XRRのフィティング解析か

ら得られた散乱長密度プロファイルの光照射時

間変化を示す. フォトドーピングが完了し, 均質

な一層の反応膜となるのに, アニール処理をし

た試料では 120分かかり, アニール処理しない試

料では 45 分かかることがわかる. アニール処理

をした試料の方が銀のドーピングが遅いが, こ

れは反応を起こすためのポテンシャル障壁が高

いことを示唆する. その理由として, アニールに

より銀層とカルコゲナイト層の間でブロック層

が形成されたことが考えられる. 

講演では NR 測定の結果も報告する予定であ

る． 
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Fig. 1 散乱長密度（SLD）プロファイルの光照射

時間変化(アニール処理をした試料) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fig. 2 SLDプロファイルの光照射時間変化 

    (アニール未処理の試料) 
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